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[はじめに] 我々は低閾値や良好な温度特性とい

った特徴を持つ量子ドット(QD)レーザにおいて、

高温安定動作を目的とした p ドーピング[1]を行い、

その濃度及び QD 積層数についての比較検討を行

ったので報告する。  

[実験結果・考察] 実験に用いた QD ウェハは、

InP(311)B 基板上に歪み補償技術を用いて成長し

た 10 層及び 25 層 1550nm 帯 InAs/InGaAlAs QD 構

造で有り[2]、バリア層に p ドーピングを行ってい

る。ストライプ幅 50 m、両端面へき開面を用い

たBA-LDを作製した。Fig.1は25層BA-LD (L=1000 

m)において p ドープ（濃度 5 × 1018 𝑐𝑚−3及び

1 × 1019 𝑐𝑚−3）及びノンドープの閾値電流密度の

温度特性を示したものである。高濃度に p ドーピ

ングを行った 2 種類の QD-LD はノンドープ QD-

LD と比較して、温度特性が大幅に改善されている

ことがわかる。また、ドーピング濃度を高くする

ことで、閾値電流密度は若干上昇するが高い温度

領域で特性温度T0値が向上していることがわかる

Fig.2 は 10 層 p ドープ （濃度 7 × 1017 𝑐𝑚−3）と

25 層 p ドープ（濃度 5 × 1018 𝑐𝑚−3）BA-LD それ

ぞれにおいて共振器長 1000, 1200, 1400 m に対す

る閾値電流密度の温度特性を示したものである。

QD 積層数が増加することにより、閾値電流密度が

大幅に下がり(室温で約 30%)、広い温度範囲で特

性温度 T0値が向上していることがわかる。 
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Fig 2. Temperature characteristics of threshold current 

density of p-doped QD-LDs for various  

QD layers and cavity lengths. 

Fig 1. Temperature characteristics of threshold current 

density of p-doped and non-doped QD-LDs. 
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